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1. 研究背景 

半導体技術ロードマップ(ITRS) によれば

DRAM のハーフピッチサイズはすでに 20nm

を切ろうとしており，原子サイズに近づくにつ

れて微細化の限界が迫ってきている．それに伴

い，様々な弊害が指摘されている。現在ゲート

配線で使用されている Alは微細化が進むにつ

れて，電流密度が高くなりエレクトロマイグレ

ージョン耐性も低くなるため，信頼性の低下が

問題となっている。そこで注目しているのがグ

ラフェンである。グラフェンは低抵抗で高いマ

イグレーション耐性を持つことが分かってい

る．そのため Alにかわる配線材料としてグラ

フェンの研究が行われている。 

2. 理論 

 現在のグラフェンの生成方法のほとんどが

半導体デバイスに応用する際に転写が必要と

なる。しかし転写する際に，グラフェンの構造

に欠陥ができてしまい，グラフェンの優れた特

性を生かすことができていない。そこで転写を

必要としない方法として電子線を用いた方法

を研究中である。フラーレン C61に電子線を照

射することでフラーレンの球構造を破壊し構

造変化を引き起こす。その後アニールを行うこ

とで，自己組成化を促しグラフェン形成を行う

(Electron Beam: EB法)．これにより転写が必要

なく，自在にパターニング可能なグラフェンを

作ることができると考えられる。 

3. 実験方法 

 今回の実験の目的は電子線により生成する

グラフェンの伝道率の向上である。そのため

Siウェハ上にフラーレンを塗布し，EB法を用

いてグラフェンを作製する。EB法の工程条件

(加速電圧，アニール温度など)を変化させ複数

のサンプルを作製する。作製したサンプルの抵

抗率またラマン分光法で測定し評価する。 

4. 実験結果 

EB法により作製したサンプルの抵抗率とラ

マン分光法により，作製したグラフェンの特性

評価を行う。 

 
図：EB法の概要 
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